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Fig. 1

(57) Abstract: The present invention relates to a device (1), a system (50) and a method (100) for plasma-enhanced chemical vapor
deposition. A process chamber (2) is configured to receive at least one workpiece carrier (30). According to the invention, the device
(1) is configured to heat the process chamber (2) with the aid of at least one workpiece carrier (30) that can be received by the process
chamber (2).

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung (1), ein System (50) und ein Verfahren (100) zur plasma-
unterstiitzten chemischen Gasphasenabscheidung. Dabei ist eine Prozesskammer (2) zur Aufnahme wenigstens eines Werkstiicktragers
(30) eingerichtet. Erfindungsgemil ist die Vorrichtung (1) dazu eingerichtet, die Prozesskammer (2) mithilfe wenigstens eines von der
Prozesskammer (2) aufnehmbaren Werkstiicktragers (30) zu beheizen.
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